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１．概要（Summary） 

最先端CMOSに用いられているSi FinFETの次世

代技術として，InGaAs, InAlAsをチャネルおよびバ

リア層としたIII-V FinFETが高速，低電圧CMOS技術

として注目されている．本研究ではInP (001) 基板上

に電子線描画によりSiOxをパターニングした後、

MOVPE選択成長法によりInAlAsを成長し，その局所

組成分析を行った． 
 

２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 
高速大面積電子線描画装置(F7000S-VD02) 

 
・実験方法 

InP (001) 基板上にレジストとして HSQ (Hydrogen 
SilsesQuioxane) を塗布し，LS (ライン＆スペース) パタ

ーン形状に電子線描画を行った．HSQ は電子線照射に

より SiOxへ直接構造変化するため，マスクレスおよびエッ

チングレスで SiOx パターンを形成できる．その後，

MOVPE 選択成長法で InAlAs を成長し，STEM-EDX
法により断面組成分布を分析した．  
なお，100以下の精度で微細パターンを InP基板に大

面積でパターニングでき，リソグラフィー後のエッチングも

不要な本プロセスは，研究を効率的に進めるために極め

て有用である． 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に作製した SiOx パターンの断面 SEM 像を示

す．幅 100 nmのトレンチが形成されていることが分かる． 
Fig. 2 は，基板温度(a) 680℃および(b) 610℃で成長し

た InAlAs における Al 元素の断面 EDX マップを示す． 
680℃での成長では断面全域でほぼ均一な Al 組成が観

察された一方，610℃での成長においては不均一な Al

分布が観察された．610℃での成長では両側面に存在す

る Al が少ない領域は In-rich となっており中心部と側面

部で格子不整合を引き起こしていた． 

 

Fig. 1 Cross-sectional SEM image of LS patterns 
 

 

Fig. 2 Cross-sectional EDX maps of InAlAs grown at 
(a) 680°C and (b) 610°C 
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